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ma-N 400 und ma-N 1400 — Negativ Photoresistserien

Strukturiibertragung und Einschicht Lift-Off-Prozess

ma-N 400, 2 um Schichtdicke | Wichtigste Merkmale Anwendungen
~ Hohe Nass- und Trockenatzbestandigkeit ~ Mikroelektronik und
~ Gute thermische Stabilitat der Resiststrukturen Mikrosystemtechnik
~ Einstellbares Strukturprofil ~ Maske fir Lift-off Prozesse
von senkrecht bis stark unterschnitten ~ Atzmaske fir Halbleiter und Metalle
~ Wassrig-alkalische Entwicklung ~ Gut geeignet flr Implantationen

t.90 s, 0 um Unterschnitt

~ Leicht zu entfernen

~ Ungefahrliche Lésungsmittel ,safe solvents”

~in unterschiedlichen Viskositaten erhaltlich 1
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Standard- und Lift-off-Prozess

t,100's, 0.5 ym Unterschnitt
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Technische Daten

Resist ma-N 400 um ma-N 1400 pm = Z\ 7777777 M- 400, unbelichtet
g g1 mews 0z B HESE
Schichtdicke ma-N1410 10 §.| T
ma-N 1420 ' 2,0
1,805, 0.8 pm Unterschnitt ma'N 1440 4,0 g‘ 2
‘ ' Schleuder- < ; ‘ ‘

beschichtung/ Zeit 3000 min/ 30 s 250 300 350 400 450 500 550

Wellenlédnge [nm]
Spektrale
Empfindlichkeit

300-380nm | 300-410 nm

bis zu 110 °C, | bis zu 160 °C,
Thermische fur Metall- fur Metall-
Stabilitat bedampfung  bedampfung
und Sputtern

t.120's, 2.1 ym Unterschnitt




